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摘要(译)

提供一种双栅极薄膜晶体管（DG-TFT）电压存储电路。该电路包括电压
存储元件，DG-TFT，其具有连接到数据线的第一源极/漏极（S / D），
连接到第一栅极线的顶部栅极，连接到电压存储器的第二S / D区域元件
和连接到偏置线的底栅。在一个方面，该电路还包括电压移位器，其具
有连接到第一栅极线的输入和用于在偏置线上提供偏置电压的输出。电
压存储元件的示例包括电容器，液晶（LC）像素和发光二极管（LED）
像素。
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